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近年パワーデバイス材料として注目されるワイドギャップ半導体に酸化ガリウム(Ga2O3)があ

る。我々は、corundum構造Ga2O3(α-Ga2O3)に注目している。α-Ga2O3は再安定構造である、β-Ga2O3(Eg 

= 4.9 eV)のバンドギャップ値を超える 5.3 eV を有している。また、同一構造の酸化物との混晶で

ある α-(AlxGa1-x)2O3 において 5.3- 8.0 eV まで結晶構造を維持してバンドギャップ変調が可能であ

り 1)、α-(Ga,Fe)2O3 においては磁性の発現 2)も報告されている。これらの点から電子デバイス材料

として多くの特徴を有している材料である。この α-Ga2O3 は非真空プロセスの溶液法であるミス

ト CVD 法を用いて薄膜を作製可能である。Ga2O3 は導電性制御のために 4 価のカチオンをとる材

料であるスズ(Sn4+)、シリコン(Si4+)をドーピングすることで研究がすすめられている。これまでに、

Si ドープは Sn ドープと比較して浅い準位をつくり、高い移動度を示すことが報告されている 3)。

しかし、TEOS のように Si 材料は溶液中で直ぐに加水分解してしまい Si 原料が溶解しないという

問題があり、これまでに溶液法であるミスト CVD 法によって Si ドープ α-Ga2O3 は実現できてい

ない。本研究では作製に可能な Si 原料、条件を選択し、Si ドープ α-Ga2O3の作製を試みた。 

c 面サファイア基板上にミスト CVD 法を用いて Si ドープ α-Ga2O3 を作製する。作製した膜厚

750 nm の Si ドープ α-Ga2O3 薄膜に対して XRD による結晶構造解析、ホール測定による電気特性

解析を行った。図 1 に XRD 測定結果を示す。β構造や α構造以外のピークは確認できないことか

ら、α-Ga2O3薄膜が c 軸方向に成長していることが確認できる。表 1 にホール測定結果を示す。キ

ャリア密度 6.7x 1018 cm-3、ホール移動度が 3.0 cm2/Vs という値を示した。この結果はミスト CVD

法で作製した Sn ドープ α-Ga2O3と同程度の特性を示した。講演では Si ドープ α-Ga2O3の電気特性

について各種測定結果も含め詳細に発表を行う。 
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Fig.1 Si ドープ α-Ga2O3 の XRD-2θ/ωプロファイル 

Table 1 Si ドープ α-Ga2O3の 

ホール測定結果 

 

 

carrer type n-type
carrier density 6.7 x 1018 cm-3

mobility 3.0 cm2/Vs
resistivity 3.7 x 10-1 Ωcm
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